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® Verfahren zum Erzeugen einer metallischen oder metallhaltigen Schicht unter Verwendung eines Prakursors 
auf einer silizium- oder germaniumhaltigen Schicht, insbesondere eines elektronischen Bauelements 
Verfahren zum Erzeugen einer metallischen oder me 
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tallhaltigen Schicht unter Verwendung eines Prakursors 
auf einer silizium- oder germaniumhaltigen Schicht ins- 
besondere eines elektronischen Bauelements, bei dem 
auf die silizium- oder germaniumhaltige Schicht vor der 
Verwendung des Prakursors eine Zwischenschicht aufge- 
bracht wird, die zumindest fur die Elemente des Prakur- 
sors, die die silizium- oder germaniumhaltige Schicht at- 
zen wurden, eine Diffusionsbarriere bildet und selbst ge- 
genuber dem Prakursor atzresistent ist 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung belrifft ein Verfahren zum Erzeugen 
einer metallischen oder metallhalugen Schicht unter Ver- 
wendung eines Prakursors auf einer silizium- oder germani- 5 
umhaliigen Schicht insbesondere eines elektronischen Bau- 
elements. 

[0002] Zum Abscheiden von Metallen auf silizium- oder 
germaniumhalligen Substanzen werden haufig Prakursoren, 
vornehmlich flourhallige Prakursoren verwendet. Diese Ab- 10 
scheidetechnik isl hinlanglich bekannt. Nachteilig hierbei ist 
jedoch, dass manche der hierbei verwendeten Prakursoren, 
insbesondere die flourhaltigen Prakursoren mit der silizium* 
oder germaniumhalligen Substrat- oder Waferoberfiache 
reagieren. Bei siliziumhaliigen Substraten entstehi bei Ver- 15 
wendung eines flourhaltigen Prakursors z. B. fliichtiges 
SiF 4 . Das Substrat wird dabei angeatzt. Sowohl bei der Ab- 
scheidung der metallischen oder metallhaltigen Schicht oder 
Struktur als Metallelektrode fur Gates oder Kondensatoren 
als auch bei der Abscheidung dieser Schicht fur Kontakt- 20 
lochfiillungen fuhrt dies zur Zerstorung der Struktur und da- 
mit des elektronischen Bauelements, welches unter Verwen- 
dung dieser Schichtstruktur gebildet werden soil. 
[0003] Der Erfindung liegt damit das Problem zugrunde, 
ein Verfahren anzugeben, das die Erzeugung einer metalli- 25 
schen oder metallhaltigen Schicht unter Verwendung eines 
Prakursors ohne die eingangs genannten Nachteile ermbg- 
licht. 

[0004] Zur Losung dieses Problems ist ein Verfahren der 
eingangs genannten Art vorgesehen, bei dem auf die sili- 30 
zium- oder germaniumhaltige Schicht vor der Verwendung 
des Prakursors eine Zwischenschicht aufgebracht wird, die 
zumindest fiir die Elemente des Prakursors, die die silizium- 
oder germaniumhaltige Schicht atzen wiirden, eine Diffusi- 
onsbarriere bildet und selbst gegenuber dem Prakursor atz- 35 
resistent ist. 

[0005] Das vorliegende erfindungsgemaBe Verfahren 
schlagt vorteilhaft eine der eigentlichen Schichterzeugung 
vorausgehende Oberflachenbehandlung der silizium- oder 
gerrnaniumhaltigen Schichtoberflache durch Aufbringen ei- 40 
ner diinnen Zwischenschicht vor, die die Oberflache der dar- 
unter liegenden Schicht gegen den Angriff der Prakursoren 
schiitzt und das Substrat zumindest in dem Bereich, wo der 
Prakursor angreifen kann, versiegelt. ErfindungsgemaB han- 
delt es sich dabei urn eine Schicht, die als DifTusionsbarriere 45 
fiir diejenige chemische Spezies des Prakursors wirkt, wel- 
che die Silizium- oder Germaniumatzung verursacht. Wei- 
terhin ist die verwendete Schicht gegenuber dem Angriff der 
Prakursoren atzresistent, d. h., sie wird selbst nicht angeatzt. 
Nach dem Aufbringen dieser "Siegelschicht" kann die ei- 50 
gentliche Schichterzeugung problemlos erfolgen, eine Be- 
eintrachtigung der silizium- oder gerrnaniumhaltigen 
Schicht, die unter der sehr diinnen Zwischenschicht liegt, ist 
ausgeschlossen. Fiir die Metall abscheidung konnen somit 
die zur Schichtabscheidung bereits bewahrten Prakursoren 55 
verwendet werden, ohne dass eine Beeinflussung oder Zer- 
storung der zu erzeugenden Schichtstruktur oder des Bau- 
elements zu besorgen ist. Weiterhin kann auf bekannte Ab- 
scheidetechniken und -tools zuriickgegriffen werden, was 
die Herstellungskosten stark reduziert. 60 
[0006] Das erfindungsgemaBe Verfahren ermbglicht z. B. 
die Abscheidung von Metall elektroden auf diinnen Silizium 
oder Germanium enthaltenden Dielektrika unter Verwen- 
dung der Prakursoren. So kann z. B. auf Gate-Oxiden eine 
sehr dunne Zwischenschicht abgeschieden werden, urn an- 65 
schlieBend die Metallabscheidung vorzunehmen. Auf diese 
Weise konnen die guten Grenzflacheneigenschaften zwi- 
schen Si0 2 und dem Substrat bzw. der Bottom-Elektrode bei 



Verwendung von Metallelektroden beibehalten werden, 
wenn als Schichtstruktur bzw. Bauelement z. B. eine Kon- 
densatorstruktur hergestellt werden soil. 
[0007] Eine andere zweckmaBige Einsatzmbglichkeit des 
erfindungsgemaBen Verfahrens liegt in der Kontaktlochful- 
lung. Hier kann, da zur Ermbglichung der Metallschichtab- 
scheidung lediglich die sehr dunne Zwischenschicht erfor- 
derlich ist, die Leitfahigkeit des Kontaktes zum darunter lie- 
genden Material deutlich verbessert werden. 
[0008] Urn zu vermeiden, dass die Zwischenschicht in ir- 
gendeiner Form die Funktions weise der Schichtstruktur und 
damit des elektronischen Bauelements beeinfiusst ist es 
zweckmaBig, wenn sie extrem diinn aufgebracht wird. Die 
Dicke der Zwischenschicht sollte dabei lediglich wenige 
Atomlagen betragen. Die Dicke sollte im nrn-Bereich lie- 
gen. Besonders bevorzugt wird dabei die Abscheidung der 
Zwischenschicht in einem ALD- Verfahren (Atomic Layer 
Deposition). Mit diesem Verfahren abgeschiedene Schich- 
ten garantieren eine sehr gute Schichtuniformitat mit extrem 
niedriger Defektdichte sowie eine exzellente Kantenabdek- 
kung, wobei diese Eigenschaften insbesondere fiir die Ful- 
lung von Kontaktlbchern bzw. die Abscheidung von Metall- 
elektroden in Grabenkondensatoren wesentlich ist. Dariiber 
hinaus bietet die Abscheidung der Zwischenschicht in ei- 
nem ALD-Verfahren die Moglichkeit der exakten Schicht- 
dickenkontrolle. 

[0009] Als Zwischenschicht sollte zweckmaBigerweise 
ein Dielektrikum verwendet werden, wofiir sich z. B. A1-, 
Ta-, Hf-, Ti- oder Zr-Oxide eignen. Weiterhin kann vorgese- 
hen sein, dass eine temperaturstabile Zwischenschicht ver- 
wendet wird, die gegenuber nachfolgenden, entweder im 
Rahmen der Erzeugung der eigentlichen metallischen oder 
metallhaltigen Schicht oder danach folgenden Temperatur- 
schritten stabil bleibt. Dies ist insbesondere zweckmaBig, 
wenn wie vorgesehen die Zwischenschicht in einem ihrer 
Abscheidung nachfolgenden Hochtemperaturschritt stabili- 
se ert wird. 

[0010] ZweckmaBig ist es ferner, wenn eine Zwischen- 
schicht verwendet wird, die eine Diffusion im Rahmen eines 
nachfolgenden, der Erzeugung der metallischen oder metall- 
haltigen Schicht dienenden Silizid-Prozesses ermbglicht. Im 
Rahmen dieses Prozesses erfolgt die Schichterzeugung 
durch Abscheidung einer Metallschicht auf der Zwischen- 
schicht und einem anschlieBenden Diffusionsprozess zur Si- 
lizierung des abgeschiedenen Metalls, was hinreichend be- ' 
kannt ist. Da die Diffusion der beteiligten Komponente(n) 
durch die Zwischenschicht erfolgt, muss diese zwangslaufig 
fur die diffundierenden Komponenten diffusionsoffen sein. 
[0011] Neben der Verwendung einer temperaturstabilen 
Schicht bietet sich auch die Verwendung einer temperaturin- 
stabilen Schicht an, die sich in einem nachfolgenden, gege- 
benenfalls weiteren Temperaturschritt, insbesondere im 
Rahmen eines nachfolgenden, der Erzeugung der metalli- 
schen oder metallhaltigen Schicht dienenden Silizid-Prozes- 
ses zersetzt. Ist die Metallschicht unter Verwendung des Pra- 
kursors einmal aufgebracht, so wird die Zwischenschicht, 
der dann die Funktion einer Opferschicht zukommt, nicht 
unbedingt mehr benbtigt. SchlieBt sich beispielsweise ein 
Silizid-Prozess an, so kann die extrem dunne Zwischen- 
schicht innerhalb dieses Prozesses aufgebrochen werden 
und sich durch die auf ihr abgeschiedene Metallschicht ohne 
Beeintrachtigung der Funktion der Schichtstruktur verfluch- 
ugen. 

[0012] Neben dem erfindungsgemaBen Verfahren betrifft 
die Erfindung ferner ein elektronisches Bauelement, umfas- 
send eine silizium- oder germaniumhaltige Schicht und eine 
nach dem erfindungsgemaBen beschriebenen Verfahren auf 
der silizium- gerrnaniumhaltigen Schicht hergestellte metal- 
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lische oder metallhakige Schicht. 

[0013] Das erfindungsgemaBe Bauelemeni zeichnet sich 
des Weiteren dadurch aus, dass die Zwischenschicht eine 
Dicke von wenigen Atomlagen aufweist, also sehr diinn ist 
und zweckmafiigerweise in einem ALD-Verfahren aufge- 
bracht ist. Die Zwischenschicht sollte zweckmafiigerweise 
ein Dielektrikum bevorzugt aus einem A1-, Ta-, Hf-, Ti- oder 
Zr-Oxid sein und vorzugsweise in einem Temperaturschritt 
stabilisiert sein. 

[0014] SchlieBHch kann vorgesehen sein, dass sich die 
metallische oder metallhalnge Schicht oberhalb, unterhalb 
oder beiderseits der Zwischenschicht befindet. Die beider- 
seitige Schichtausbildung kann insbesondere im Rahmen ei- 
nes Silizid-Prozesses aufgrund der hierbei gegebenen Diffu- 
sionsvorgange erfolgen. 

[0015] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der 
Erfindung ergeben sich aus den im folgenden beschriebenen 
Ausfuhrungsbeispielen sowie anhand der Zeichnungen. Da- 
bei zeigen: 

[0016] Fig. 1 einen ersten erfindungsgemaBen Schichtauf- 
bau zur Bildung einer Transistorstruktur, 
[0017] Fig. 2 einen zweiten erfindungsgemaBen Schicht- 
aufbau zur Bildung einer Kondensatorstruktur, 
[0018] Fig. 3 eine Prinzipskizze zur Darstellung der Her- 
stellung einer Kontaktlochstruktur einer ersten Ausfuh- 
rungsform, 

[0019] Fig. 4 eine Prinzipskizze zur Darstellung der Her- 
stellung einer Kontaktlochstruktur einer zweiten Ausfiih- 
rungsform, und 

[0020] Fig. 5a, 5b, 5c Prinzipskizzen zur Darstellung ei- 
ner Deep-Trench-Bottomelektrode durch Sihzid-Bildung. 
[0021] Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt eines erfindungsge- 
maBen Bauelements 1 einer ersten Ausfuhrungsform als 
Prinzipskizze. Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel soil eine 
Transistorstruktur mit einem Gate-Die! ektrikum und Metall- 
elektrode realisiert werden. Hierzu wird auf einem Substrat 
2, z. B. Bulk-Si in einem standardmafiigen CMOS-Prozess 
ein Gate-Dielektrikum 3 erzeugt. Z.B. kann das Substrat 
zur Bildung von Si0 2 oxidiert oder ein Silikat abgeschieden 
werden, das dann das Gate-Dielektrikum 3 bildet. Anschlie- 
Bend wird vorzugsweise in einem ALD-Prozess eine Zwi- 
schenschicht 4 auf das Gate-Dielektrikum aufgebracht. Die 
Zwischenschicht 4 ist z. B. aus A1 2 0 3 und ist zweckmafii- 
gerweise lediglich wenige Monolagen dick, da die Abschei- 
dung in einem ALD-Prozess sehr defektarm durchgefuhrt 
und die Dicke sehr gut kontrolliert werden kann. Nachfol- 
gend kann die Zwischenschicht 4 in einem Hochtemperatur- 
schritt stabilisiert werden. 

[0022] Nun folgt die Abscheidung der Gate-Elektrode 5 
auf der Zwischenschicht 4. Beispielsweise kann es sich bei 
der Gate-Elektrode urn ein wolframhaltiges Gate handeln, 
wobei WF 6 als Prakursor benutzt werden kann. Der WF 6 - 
Prakursor kann deshalb verwendet werden, da die Zwi- 
schenschicht 4 das darunter liegende siliziumhaltige Gate- 
Dielektrikum 3 "versiegelt". Die Zwischenschicht ist gegen 
die Flour-Ionen des WF 6 -Prakursors diffusionsdicht. Wiirde 
der WF 6 -Prakursor direkt auf das Gate-Dielektrikum 3 auf- 
gebracht, so wiirde ein Atzangriff unter Bildung von SiF 4 er- 
folgen und das Gate-Dielektrikum 3 angeatzt werden. Dies 
wird durch die sehr dunne und defektarme Zwischenschicht 
4 vorteilhaft verhindert, so dass derartige aggressive Prakur- 
soren eingesetzt werden konnen. Daneben ist die Zwischen- 
schicht 4 selbst gegenuber dem verwendeten Prakursor atz- 
resistent, d. h M sie wird selbst ebenfalls nicht angegrifTen. 
[0023] Als Gate-Elektrode 5 kann entweder W oder WN 
oder WSi x unier Verwendung des Prakursors aufgebracht 
werden. Der nachfolgende CMOS-Prozess kann standard- 
mafiig durchgefuhrt werden. 



[0024] Fig. 2 zeigt ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel eines 
.erfindungsgemaBen elektronischen Bauelements 6. Hierbei 
handelt es sich urn eine Kondensatorstruktur, wie sie z. B. in 
einem Speicherkondensator eines DRAM eingesetzt wird. 
5 Die Schichistruktur bzw. das Bauelemeni 6 besteht aus einer 
Bottom-Elektrode 7, die entweder durch starkes Dotieren ei- 
nes Substrats (z. B. Bulk-Si) gebildet wird, oder die durch 
zusatzliches Abscheiden von Metall geformt wird. Auf die 
Bottom-Elektrode 7 wird eine mehrlagige Schichtstruktur 8 
10 zur Bildung eines Node-Dielektrikums aufgebracht. Dieses 
Dielektrikum besteht im gezeigten Ausfuhrungsbeispiel aus 
einer Si 3 N 4 -Schicht 9 und einer auf dieser aufgebrachten 
Si0 2 -Schicht 10. Auf die Schicht 10 wird anschlieBend die 
Zwischenschicht 11, auch hier z. B. aus A1 2 0 3 in Form we- 
15 niger Monolagen aufgebracht. Die Schichten 9, 10, 11 bil- 
den zusammen das Node -Dielektrikum. Auch hier erfolgt 
die Abscheidung der Schicht 11 bevorzugt in einem ALD- 
Prozess. AnschlieBend erfolgt die Abscheidung der oberen 
Metallschicht in Form der Metallelektrode 12, bei der es 
20 sich z. B. urn eine wolframhaltige Elektrode, die unter Ver- 
wendung von WF 6 als Prakursor hergestellt wurde, handeln 
kann. Auch hier wird ein Angriff des aggressiven WF 6 - Pra- 
kursors an der Si0 2 -Schicht 10 durch Verwendung der ex- 
trem diinnen atzresistenten Zwischenschicht 11 verhindert. 
25 Diese kann auch hier optional durch einen vorhergehenden 
Hochtemperaturschritt stabilisiert worden sein. Die weitere 
Integration folgt nach dem bekannten Standardprozess. 
[0025] Fig. 3 zeigt in Form einer Prinzipskizze ein weite- 
res Ausfuhrungsbeispiel zur Herstellung einer Kontaktloch- 
30 struktur eines Bauelements 13. Auf einem Substrat 14, be- 
vorzugt aus Si wird zunachst eine Oxidschicht 15 erzeugt, in 
die anschlieBend Kontaktlocher 16 geatzt werden. In die 
Kontaktlocher 16 wird nachfolgend eine Zwischenschicht 
17 sehr geringer Dicke (auch hier wiederum nur wenige 
35 Atomlagen) in einem ALD-Prozess abgeschieden. Der 
ALD-Prozess ist hier insbesondere im Hinblick auf die ex- 
trem gute Kantenabdeckung der damit erzeugten Zwischen- 
schicht 17 zweckmaBig. Nach Erzeugung der Zwischen- 
schicht 17 werden die Kontaktlocher 16 mit metallhaltigem 
40 Material 18 gefiillt, z. B. mit WN mit WF 6 als Prakursor, das 
mittels eines CVD-Verfahren abgeschieden wird. Es ergibt 
sich also auch hier der erfindungsgemaBe Schichtaufbau mit 
der sehr diinnen, atzresistenten Zwischenschicht 17. Auch 
hier erfolgt weder ein Angriff der Si0 2 -Schicht 15 noch des 
45 darunter liegenden siliziumhaltigen Substrats 14 durch den 
Prakursor, da dies durch die Zwischenschicht 17 verhindert 
wird. Ein weiterer Vorteil der mit dem ALD-Verfahren auf- 
gebrachten sehr diinnen Zwischenschicht 17 ist darin zu se- 
hen, dass wie ausgefiihrt die Schicht 17 extrem dunn abge- 
50 schieden werden kann, was fur die Leitfahigkeit des Kon- 
taktes vorteilhaft ist. 

[0026] Nach dem Einbringen des WN-Materials 18 kann 
in einem nachfolgenden Anneal-Schritt der Stickstoff der 
WN-Schicht 18 ausgegast werden, so dass das Kontaktloch 
55 letztendlich mit weitgehend stickstofffreiem W gefullt ist. 
[0027] Fig. 4 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform eines 
Bauelements 19, das ebenfalls eine Kontaktlochstruktur 
zeigt und wie auch das Bauelement 13 aus Fig, 3 aus einem 
zweckmafiigerweise siliziumhaltigen Substrat 20 sowie ei- 
60 ner aufgebrachten siliziumhaltigen Oxidschicht 21 besteht. 
Nach dem Atzen der Kontaktlocher 22 wird auch hier eine 
Zwischenschicht 23, vorzugsweise A1 2 0 3 in einem ALD- 
Prozess aufgebracht. AnschlieBend wird das Kontaktloch 
zunachst mit einer sehr diinnen WN-Schicht 24 unter Ver- 
65 wendung eines WF 6 -Prakursors auf der Zwischenschicht 23 
abgeschieden, die als DifTusionsbarriere dient, wonach das 
Kontaktloch mit einer dicken Wolfram-Schicht 25 gefullt 
wird. Auch ein solcher Schichtaufbau ist nur aufgrund der 
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Verwendung der extrem diinnen Zwischenschicht 23 moe- 
lich. 6 
[0028] SchlieBlich zeigen die Fig. 5a, 5b und 5c ein weite- 
res erfindungsgemaBes Ausfuhrungsbeispiel eines Bauele- 
menis 26. Die Figuren beschreiben die Einiuhrung einer Op- 5 
ferschicht bei der Silizid-Bildung einer Deep-Trench-Bot- 
tem-Elektrode des Bauelements 26. In ein vorzugsweise si- 
liziumhalliges Substrat 27 (gleichermaBen kann auch ein 
germaniumhaltiges Substrat verwendet werden, was beziig- 
lich der vorbeschriebenen Ausfuhrungsbeispiele gleicher- 10 
maBen gilt) werden zunachst Graben 28 geatzt, die anschlie- 
Bend mit einer sehr dunnen, wenige Monolagen dicken Zwi- 
schenschicht 29 wandseitig belegt werden. Bei der Zwi- 
schenschicht 29 kann es sich hier z. B. um Ta 2 0 5 handeln. 
[0029] Auf die Zwischenschicht 29 wird nachfolgend eine 15 
metallische Schicht 30, z. B. aus Wolfram ageschieden. 
Auch hier verhindert die Zwischenschicht bei der nachfol- 
genden Abscheidung einer Metallschicht die Reaktion der 
verwendeten Prakursoren mit dem Substrat 27. In einem 
nachfolgenden Silizid-Prozess findet nun eine gleichzeitige 20 
Diffusion des Wolframs und des Siliziums durch die Zwi- 
schenschicht 29 statt, was - siehe Fig. 5a - dazu fuhrt, dass 
sich auf beiden Seiten der Zwischenschicht 29 eine WSi x - 
Schicht 31 diffusionsbedingt ausbildet. AnschieBend kann, 
wie in Fig. 5c gezeigt, durch selektive Atzung die obere Si- 25 
lizidschicht 31 abgeatzt werden, wobei in diesem Atzpro- 
zess auch zusatzlich die Zwischenschicht 29 mit entfernt 
werden kann, so dass letztlich lediglich noch die ausgehend 
von Fig. 5b unterhalb der Zwischenschicht 29 befindliche 
Silizid-Schicht 31 verbleibt. Damit wird die Dicke der die 30 
Elektrode bildenden Metallschicht deutlich reduziert und 
der Durchmesser des Grabens wieder vergroBert. Anschlie- 
Bend erfolgt die Abscheidung des Node-Dielektrikums so- 
wie der oberen Top-Elektrode und die weitere standardma- 
Bige Integration. . 35 

[0030] Anstelle der in den Fig. 5a-5c gezeigten Ausfiih- 
rungsform ist es auch denkbar, anstatt einer temperaturstabi- 
len Zwischenschicht eine temperaturinstabile Schicht zu 
wahlen, die sich im Rahmen des Silizid-Prozesses zersetzt 
und dabei aufgebrochen wird und die sich durch die zuvor 40 
aufgebrachte Metallschicht verfliichtigt. Ein der Silizidbil- 
dung anschlieBender Atzprozess dient schlieBlich lediglich 
noch zur Reduzierung der Silizidschicht. 
[0031] Als Substrat, auf welches die Zwischenschicht und 
schlieBlich die metallhaluge und metallische Schicht aufzu- 45 
bringen ist, konnen alle silizium- oder germaniumhaltigen 
Schichten sowie deren Oxide, Nitride oder Carbide sowie 
Metallsilizide oder Metallsilikate, die jeweils ebenfalls Si- 
haltig sind, verwendet werden. Als die Zwischenschicht bil- 
dende Dielektrika konnen z. B. A1 2 0 3 , Ta 2 0 5 , Hf0 2 , Ti0 2 50 
oder Zr0 2 in diversen Stochiometrien eingesetzt werden. 
Als Metalle sind alle hochschmelzenden Metalle sowie de- 
ren Nitride und Silizide wie W, Ti, Ta, Pd, Pt, V, Cr, Zr, Nb, 
Mo, Hf, Co, Ni, Rh, RhO, Ir sowie andere Metalle wie Al, 
Cu, Ag, Fe verwendbar. Je nachdem, welches Metall oder 55 
welche metallische Schicht aufzubringen ist, wird der ent- 
sprechende Prakursor gewahlt. Abhangig davon ist dann 
zweckmaBigerweise auch das jeweilige die Zwischen- 
schicht bildende Dielektrikum hinsichtlich seiner diffusi- 
onssperrenden und atzresistenten Eigenschaften zu wahlen. 60 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Erzeugen einer metallischen oder 
metallhaltigen Schicht unter Verwendung eines Prakur- 65 
sors auf einer silizium- oder germaniumhaltigen 
Schicht insbesondere eines elektronischen Bauele- 
ments, bei dem auf die silizium- oder germaniumhal- 
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tige Schicht vor der Verwendung des Prakursors eine 
Zwischenschicht aufgebracht wird, die zumindest fur 
die Elemente des Prakursors, die die silizium- oder ger- 
maniumhaltige Schicht atzen wiirden, eine Diffusions- 
barriere bildet und selbst gegeniiber dem Prakursor atz- 
resistent ist. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Zwischenschicht in einer Dicke von weni- 
gen Atomlagen aufgebracht wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Zwischenschicht in einem ALD-Ver- 
fahren aufgebracht wird. 

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass als Zwischenschicht 
ein Dielektrikum verwendet wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, dass als Dielektrikum ein A1-, Ta-, Hf-, Ti- oder Zr- 
Oxid verwendet wird. 

6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine tempertursta- 
bile Zwischenschicht verwendet wird. 

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischen- 
schicht in einem Temperaturschiitt stabilisiert wird. 

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Zwischen- 
schicht verwendet wird, die eine Diffusion im Rahmen 
eines nachfolgenden, der Erzeugung der metallischen 
oder metallhaltigen Schicht dienenden Silizid-Prozes- 
ses ermoglicht. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, dass nach Durchfiihrung des Silizid-Prozesses die 
oberhalb der Zwischenschicht liegende metallische 
oder metallhaltige Schicht und gegebenenfalls auch die 
Zwischenschicht insbesondere durch zur Zwischen- 
schicht selekuves Atzen entfemt wird. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, dass eine temperaturinstabile 
Schicht verwendet wird, die sich in einem nachfolgen- 
den, gegebenenfalls weiteren Temperaturschritt, insbe- 
sondere im Rahmen eines nachfolgenden, der Erzeu- 
gung der metallischen oder metallhaltigen Schicht die- 
nenden Silizid-Prozesses zersetzt. 

11. Elektronisches Bauelement umfassend eine sili- 
zium- oder germaniumhaluge Schicht und eine nach 
dem Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10 auf 
der silizium- oder germaniumhaltigen Schicht (3, 10, 
14, 15, 20, 21, 27) hergestellte metallische oder metall- 
haltige Schicht (5, 12, 18, 24, 30). 

12. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 11, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht (4, 11, 
17, 23, 29) eine Dicke von wenigen Atomlagen auf- 
weist. 

13: Elektronisches Bauelement nach Anspruch 11 
oder 12. dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischen- 
schicht (4, 11, 17, 23, 29) in einem ALD- Verfahren auf- 
gebracht ist. 

14. Elektronisches Bauelement nach einem der An- 
spruche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Zwischenschicht (4, 11, 17, 23, 29) ein Dielektrikum 
ist. 

15. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 14, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Dielektrikum ein A1-, 
Ta-, Hf-, Ti- oder Zr-Oxid ist. 

16. Elektronisches Bauelement nach einem der An- 
spruche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Zwischenschicht (4, 11, 17, 23, 29) durch einen Tempe- 
raturschritt stabilisiert ist. 
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17. Eleklronisches Bauelement nach einem der An- 
spriiche 11 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass sich 
die metallische oder metallhaltige Schicht oberhalb, 
unterhalb oder beiderseits der Zwischenschicht (4, 11, 
17, 23, 29) befindet. 
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